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본 발명은 휘점 및 암점 불량을 방지하여 신뢰성을 향상시키는 유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법에 관한 것

으로, 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치의 제조방법은 구동용 트랜지스터 영역, 제 1 커패시터 영역 및 제

2 커패시터 영역으로 정의된 하부 기판 상에 제 1 금속 패턴군을 형성하는 단계와, 게이트 절연막을 사이에 두고

상기 제 1 금속 패턴군 상에 제 2 금속 패턴군을 형성하는 단계와, 상기 제 2 금속 패턴군 상에 제 1 패시베이션

층을 형성하는 단계와, 상기 제 1 패시베이션층 상에 제 2 패시베이션층을 형성하는 단계와, 상기 제 2 패시베이

션층 상에 투명전극 패턴군을 형성하는 단계 및 상기 투명전극 패턴군이 형성된 상기 제 2 패시베이션층 상에 제

3 패시베이션층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도3
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특허청구의 범위

청구항 1 

구동용 트랜지스터 영역, 제 1 커패시터 영역 및 제 2 커패시터 영역으로 정의된 하부 기판 상에 제 1 금속 패

턴군을 형성하는 단계;

게이트 절연막을 사이에 두고 상기 제 1 금속 패턴군 상에 제 2 금속 패턴군을 형성하는 단계;

상기 제 2 금속 패턴군 상에 제 1 패시베이션층을 형성하는 단계;

상기 제 1 패시베이션층 상에 제 2 패시베이션층을 형성하는 단계;

상기 제 2 패시베이션층 상에 투명전극 패턴군을 형성하는 단계; 및 

상기 투명전극 패턴군이 형성된 상기 제 2 패시베이션층 상에 제 3 패시베이션층을 형성하는 단계를 포함하는

유기전계발광 표시장치의 제조방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 패시베이션층을 형성하는 단계는,

상기 제 2 금속 패턴군이 형성된 상기 게이트 절연막 상에 제 1 무기 절연물질을 증착하는 단계와,

상기 제 1 무기 절연물질을 제 1 세정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치의 제조

방법.

청구항 3 

제 2 항에 있어서, 상기 제 2 패시베이션층을 형성하는 단계는,

상기 제 1 패시베이션층 상에 제 2 무기 절연물질을 증착하는 단계와,

상기 제 2 무기 절연물질을 제 2 세정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치의 제조

방법.

청구항 4 

제 3 항에 있어서, 상기 제 1 및 상기 제 2 무기 절연물질을 증착하는 단계는 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화

막을 CVD증착 방법으로 증착하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치의 제조방법.

청구항 5 

제 3  항에 있어서, 상기 제 1  및 상기 제 2  세정은 초순수물을 이용한 기계적(mechanical)  세정, M/S(Mega

Sonic) 세정 또는 HPMJ(high pressure micro jet) 세정 공정으로 수행되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광

표시장치의 제조방법.

청구항 6 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 패시베이션층과 상기 제 2 패시베이션층의 두께는 동일한 것을 특징으로 하는 유

기전계발광 표시장치의 제조방법. 

청구항 7 

제 1 항에 있어서, 상기 제 1 금속 패턴군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 게이트 전극과, 상기 제 1

커패시터 영역에 형성된 제 1 하부전극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 2 하부전극을 포함하고,

상기 제 2 금속 패턴군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 소스/드레인 전극과, 상기 제 1 커패시터 영역

에 형성된 제 1 상부전극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 2 상부전극을 포함하고,

상기 투명전극 패턴군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 제 1 투명전극과, 상기 제 1 커패시터 영역에

형성된 제 2 투명전극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 3 투명전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 유
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기전계발광 표시장치의 제조방법.

청구항 8 

제 7 항에 있어서, 상기 투명전극 패턴군을 형성하는 단계 전에 상기 제 1 및 상기 제 2 패시베이션층들을 식각

하여 상기 드레인 전극을 노출시키는 제 1 콘택홀과, 상기 제 1, 상기 제 2 및 상기 게이트 절연막을 식각하여

상기 제 1 하부전극을 노출시키는 제 2 콘택홀 및 상기 제 2 하부전극을 노출시키는 제 3 콘택홀을 형성하는 단

계;

상기 제 3 패시베이션층을 식각하여 상기 제 1 투명전극을 노출시키는 제 4 콘택홀을 형성하는 단계; 및

상기 제 4 콘택홀을 통해 상기 제 1 투명전극과 전기적으로 연결되도록 상기 제 3 패시베이션층 상에 콘택전극

을 형성하는 단계를 더 포함하는 유기전계발광 표시장치의 제조방법. 

청구항 9 

게이트 절연막을 사이에 두고 형성된 제 1 하부전극과 제 1 상부전극 및 상기 제 1 상부전극과 제 1 및 제 2

패시베이션층들을 사이에 두고 형성된 제 2 투명전극을 포함하는 제 1 커패시터;

상기 제 1 커패시터와 소정거리 이격되어 형성되며, 상기 게이트 절연막을 사이에 두고 형성된 제 2 하부전극

과 제 2 상부전극 및 상기 제 2 상부전극과 상기 제 1 및 상기 제 2 패시베이션층들을 사이에 두고 형성된 제

3 투명전극을 포함하는 제 2 커패시터; 및

상기 제 1 및 제 2 커패시터 상에 형성된 제 3 패시베이션층을 포함하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 10 

제 9 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 패시베이션층의 두께는 동일한 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장

치. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 휘점 및 암점 불량을 방지하여 신뢰성을[0001]

향상시키는 유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

    배 경 기 술

다양한 정보를 화면으로 구현해 주는 영상 표시 장치는 정보 통신 시대의 핵심 기술로 더 얇고 더 가볍고 휴대[0002]

가 가능하면서도 고성능의 방향으로 발전하고 있다.  이에 음극선관(CRT)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는

평판 표시 장치로 유기 발광층의 발광량을 제어하여 영상을 표시하는 유기전계발광 표시장치(OLED) 등이 각광

받고 있다.  유기전계발광 표시장치는 전극 사이의 얇은 발광층을 이용한 자발광 소자로 종이와 같이 박막화가

가능하다는 장점을 갖고 있다.  

액티브 매트릭스 유기전계발광(AMOLED)은 3색(R, G, B) 서브 화소로 구성된 화소들이 매트릭스 형태로 배열되는[0003]

것으로,  서브  화소 구동부 어레이와 유기전계발광 어레이가 형성된 기판에 패키징판이 합착된 인캡슐레이션

(Encapsulation) 구조로 그 기판을 통해 빛을 방출함으로써 화상을 표시한다.  각 서브 화소는 유기 전계 발광

(OEL) 셀과, 그 OEL 셀을 독립적으로 구동하는 셀 구동부를 구비한다. 셀 구동부는 적어도 2개의 박막 트랜지스

터와, 커패시터와, 박막 트랜지스터와 커패시터를 구성하는 전극들을 보호하는 패시베이션층을 포함한다.

이러한 패시베이션층은 전극들 사이에 형성되는 제 1 패시베이션층과, 박막 트랜지스터와 커패시터 전면에 형성[0004]

되는 제 2 패시베이션층을 포함하며, 패시베이션층이 두껍게 형성될수록 전극들을 보호하는 기능이 증가한다.

그러나, 제 1 패시베이션층을 형성하는 공정에서 제 1 패시베이션층의 증착 후 제전 처리 시 RF 파워 압력의 급

격한 감소로 인해 도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이 제 1 패시베이션층 상부에 돌기성 이물(A)이 발생한다.

돌기성 이물(A)은 제 1 패시베이션층의 두께가 두꺼워질수록 발생 비율이 증가되는데, 특히 커패시터를 구성하[0005]
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는 전극들 사이의 제 1 패시베이션층에 발생되는 비율이 높다. 이러한 돌기성 이물(A)은 제 1 패시베이션층 하

부에 형성된 전극과 제 1 패시베이션층 상부에 형성된 전극 간의 쇼트를 발생시키거나, 두 전극 간의 거리를 증

가시킨다. 그 결과, 커패시터를 구성하는 화소(pixel)가 신호 여부와 관계없이 지속적으로 발광하는 휘점 현상

을 발생시키거나, 화소에 신호가 공급되어도 발광을 하지 않는 암점 현상을 발생시킨다.

이러한 휘점 또는 암전 현상으로 인하여 유기전계발광 표시장치의 신뢰성은 저하될 뿐만 아니라 발견시 표시장[0006]

치를 폐기처분해야 하므로 수율도 저하된다. 

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 휘점 및 암점 불량을 방지하여 신뢰성 및 수율을 향상시키는[0007]

유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법을 제공하는 것이다.

        과제 해결수단

본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치는 게이트 절연막을 사이에 두고 형성된 제 1 하부전극과 제 1 상부전극[0008]

및 상기 제 1 상부전극과 제 1 및 제 2 패시베이션층들을 사이에 두고 형성된 제 2 투명전극을 포함하는 제 1

커패시터와, 상기 제 1 커패시터와 소정거리 이격되어 형성되며, 상기 게이트 절연막을 사이에 두고 형성된 제

2 하부전극과 제 2 상부전극 및 상기 제 2 상부전극과 상기 제 1 및 상기 제 2 패시베이션층들을 사이에 두고

형성된 제 3 투명전극을 포함하는 제 2 커패시터 및 상기 제 1 및 제 2 커패시터 상에 형성된 제 3 패시베이션

층을 포함한다.

본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치의 제조방법은 구동용 트랜지스터 영역, 제 1 커패시터 영역 및 제 2 커[0009]

패시터 영역으로 정의된 하부 기판 상에 제 1 금속 패턴군을 형성하는 단계와, 게이트 절연막을 사이에 두고 상

기 제 1 금속 패턴군 상에 제 2 금속 패턴군을 형성하는 단계와, 상기 제 2 금속 패턴군 상에 제 1 패시베이션

층을 형성하는 단계와, 상기 제 1 패시베이션층 상에 제 2 패시베이션층을 형성하는 단계와, 상기 제 2 패시베

이션층 상에 투명전극 패턴군을 형성하는 단계 및 상기 투명전극 패턴군이 형성된 상기 제 2 패시베이션층 상에

제 3 패시베이션층을 형성하는 단계를 포함한다.

여기서, 상기 제 1 패시베이션층을 형성하는 단계는, 상기 제 2 금속 패턴군이 형성된 상기 게이트 절연막 상에[0010]

제 1 무기 절연물질을 증착하는 단계와, 상기 제 1 무기 절연물질을 제 1 세정하는 단계를 포함한다.

그리고 상기 제 2 패시베이션층을 형성하는 단계는, 상기 제 1 패시베이션층 상에 제 2 무기 절연물질을 증착하[0011]

는 단계와,상기 제 2 무기 절연물질을 제 2 세정하는 단계를 포함한다.

이때, 상기 제 1 및 상기 제 2 무기 절연물질을 증착하는 단계는 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화막을 CVD증착[0012]

방법으로 증착한다.

상기 제 1  및 상기 제 2  세정은 초순수물을 이용한 기계적(mechanical)  세정,  M/S(Mega  Sonic)  세정 또는[0013]

HPMJ(high pressure micro jet) 세정 공정으로 수행된다.

상기 제 1 패시베이션층과 상기 제 2 패시베이션층의 두께는 동일한다.[0014]

한편, 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 금속 패턴군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 게이트 전극과, 상기[0015]

제 1 커패시터 영역에 형성된 제 1 하부전극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 2 하부전극을 포함하고,

상기 제 2 금속 패턴군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 소스/드레인 전극과, 상기 제 1 커패시터 영역

에 형성된 제 1 상부전극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 2 상부전극을 포함하고, 상기 투명전극 패턴

군은 상기 구동용 트랜지스터 영역에 형성된 제 1 투명전극과, 상기 제 1 커패시터 영역에 형성된 제 2 투명전

극 및 상기 제 2 커패시터 영역에 형성된 제 3 투명전극을 포함한다.

본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치의 제조방법은 상기 투명전극 패턴군을 형성하는 단계 전에 상기 제 1 및[0016]

상기 제 2 패시베이션층들을 식각하여 상기 드레인 전극을 노출시키는 제 1 콘택홀과, 상기 제 1, 상기 제 2 및

상기 게이트 절연막을 식각하여 상기 제 1 하부전극을 노출시키는 제 2 콘택홀 및 상기 제 2 하부전극을 노출시

키는 제 3 콘택홀을 형성하는 단계와, 상기 제 3 패시베이션층을 식각하여 상기 제 1 투명전극을 노출시키는 제

4 콘택홀을 형성하는 단계 및 상기 제 4 콘택홀을 통해 상기 제 1 투명전극과 전기적으로 연결되도록 상기 제 3

패시베이션층 상에 콘택전극을 형성하는 단계를 더 포함한다.
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        효 과

본 발명은 커패시터를 구성하는 전극 사이의 패시베이션층에 형성되는 돌기성 이물의 생성을 방지함에 따라, 두[0017]

전극 간의 쇼트를 방지하고 두 전극 간의 거리를 일정하게 유지시킬 수 있다.

또한, 본 발명은 커패시터를 구성하는 전극 사이의 커패시턴스 용량을 일정하게 유지하고 커패시터 영역에 발생[0018]

되기 쉬운 휘점 또는 암점 현상의 발생을 방지하여 유기전계발광 표시장치의 신뢰성 및 수율을 향상시킬 수 있

다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치 및 그 제조방법을 구체적으로 살펴본다.[0019]

도 2는 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치의 서브 화소(PXL)의 회로구성을 나타낸 등가 회로도이고, 도 3은[0020]

도 2의 B를 도시한 단면도로, 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치는 다수의 서브 화소(PXL)를 구비한다.  

도 2 및 3을 참조하면, 하나의 서브 화소(PXL)는 하부 기판(100) 상에 형성된 다수의 트랜지스터들과, 다수의[0021]

커패시터들과, 스캔 신호, 제 1 구동전원(VDD) 및 제 2 구동전원(VSS)을 이용하여 데이터 라인(DL)으로부터의

데이터 전압(Data)에 대응되는 구동전류를 출력하는 화소회로와, 화소회로를 보호하는 패시베이션층과, 화소회

로로부터의 구동전류에 의해 발광하는 발광소자(OLED)를 포함한다. 

다수의 트랜지스터들은 스위칭용 트랜지스터(Tr_S)와, 제어용 트랜지스터(Tr_C) 및 구동용 트랜지스터(Tr_D)를[0022]

포함한다. 

스위칭용 트랜지스터(Tr_S)는 스캔 라인(SL)으로부터 스캔 신호에 따라 턴-온/오프되며, 턴-온시 데이터 라인[0023]

(DL)과 제 1 노드(N1)간을 접속시킨다. 이를 위해, 스위칭용 트랜지스터(Tr_S)의 게이트 전극은 스캔 라인(SL)

에 접속되며, 소스 전극(또는 드레인 전극)은 데이터 라인에 접속되며, 그리고 소스 전극(또는 드레인 전극)은

제 1 노드(N1)에 접속된다. 

제어용 트랜지스터(Tr_C)는 제어 라인으로부터의 제어신호에 따라 턴-온/오프되며, 턴-온시 제 2 노드(N2)와 제[0024]

3 노드(N3)간을 접속시킨다. 이를 위해, 제어용 트랜지스터(Tr_C)의 게이트 전극은 제어 라인에 접속되며, 드레

인 전극(또는 소스 전극)은 제 2 노드(N2)에 접속되며, 그리고 소스 전극(또는 드레인 전극)은 제 3 노드(N3)에

접속된다. 

구동용 트랜지스터(Tr_D)는 제 2 노드(N2)의 전위에 따라 턴-온/오프되며, 턴-온시 제 3 노드(N3)와 제 2 구동[0025]

전원 라인간을 접속시킨다. 이를 위해, 구동용 트랜지스터(Tr_D)는 제 2 노드(N2)에 접속되는 게이트 전극(11

2)과, 제 3 노드(N3)에 접속되는 드레인 전극(132)과, 제 2 구동전원 라인에 접속되는 소스 전극(131)과, 드레

인 전극(132) 상에 형성되어 발광소자(OLED)에 접속되는 제 1  투명 전극(152)을 포함한다. 

구동용 트랜지스터(Tr_D)는 게이트 전극(112)을 덮는 게이트 절연막(122), 게이트 절연막(122)을 사이에 두고[0026]

게이트 전극(112)과 중첩되어 채널을 형성하는 활성층(124)을 더 포함한다. 게이트 전극(112)은 하부 기판(100)

상에 형성되며, 활성층(124)은 반도체층과, 오믹컨택층으로 형성될 수 있다. 소스/드레인 전극(131/132)은 활성

층(124) 상에 채널부를 사이에 두고 형성된다.

다수의 커패시터들은 제 1 커패시터(Cst1)와, 제 2 커패시터(Cst2) 및 가변 커패시터(CPv)를 포함한다.[0027]

제 1 커패시터(Cst1)는 제 1 노드(N1)와 제 2 노드(N2)간에 접속된다. 이 제 1 커패시터(Cst1)는 제 2 노드[0028]

(N2)의 전압을 안정적으로 유지함과 아울러 제 2 노드(N2)의 전압과 제 1 노드(N1)의 전압이 서로 혼합되는 것

을 방지한다. 이를 위해, 제 1 커패시터(Cst1)는 구동 트랜지스터(Tr_D)의 게이트 전극(112)으로부터 연장되어

형성된 제 1 하부 전극(114)과, 게이트 절연막(122)을 사이에 두고 형성된 제 1 상부 전극(134)과, 일단은 제 1

상부 전극(134) 상에 형성되고 타단은 제 1 하부 전극(114)과 접속된 제 2 투명 전극(154)을 포함한다.

제 2 커패시터(Cst2)는 제 1 노드(N1)와 제 2 구동 전원 라인간에 접속된다. 이 제 2 커패시터(Cst2)는 스위칭[0029]

용 트랜지스터(Tr_S)가 턴-오프되어 제 1 노드(N1)가 플로팅 상태로 될 때, 제 1 노드(N1)의 전압이 변동되는

것을 방지한다. 이를 위해, 제 2 커패시터(Cst2)는 구동 트랜지스터(Tr_D)의 소스 전극(131)과 접속된 제 2 하

부 전극(116)과, 게이트 절연막(122)을 사이에 두고 형성된 제 2 상부 전극(136)과, 일단은 제 2 상부 전극

(136) 상에 형성되고 타단은 제 2 하부 전극(116)과 접속된 제 3 투명 전극(156)을 포함한다.

한편, 도 3은 등가 회로도인 도 2의 B의 일면만을 도시한 단면도로서 도 2의 구성요소들 간의 접속관계와 일치[0030]
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하지 않을 수 있다.

가변 커패시터(CPv)는 제어 라인과 제 2 노드(N2)간에 접속되어 제 1 노드(N1)의 전압의 변동을 방지한다. [0031]

패시베이션층은 하부 기판(100) 상에 형성된 전극들이나 신호 라인들을 보호하기 위한 층으로, 제 1 패시베이션[0032]

층(142)과, 제 1 패시베이션층(142) 상에 형성된 제 2 패시베이션층(144)과, 제 2 패시베이션층(144)상에 형성

된 제 3 패시베이션층(146)을 포함한다.

제 1 패시베이션층(142)은 구동용 트랜지스터(Tr_D)의 소스/드레인 전극(131/132)과, 제 1 커패시터(Cst1)의 제[0033]

1 상부 전극(134) 및 제 2 커패시터(Cst2)의 제 2 상부 전극(136)이 형성된 게이트 절연막(122)의 전면에 형성

된다. 제 2 패시베이션층(144)은 제 1 패시베이션층(142)의 전면에 형성된다.

이때, 제 1 패시베이션층(142)과 제 2 패시베이션층(144)의 두께는 동일하며, 제 1 및 제 2 패시베이션층의 두[0034]

께는 제 1 및 제 2 커패시터(Cst1, Cst2)의 상부 전극들(134, 156)과 투명전극들(154, 156) 간의 거리의 1/2로

형성됨이 바람직하다. 예를 들어, 제 1 또는 제 2 커패시터의 상부 전극과 투명전극 간의 길이가 2000Å인 경우

1 패시베이션층(142)의 두께가 1000Å이고, 제 2 패시베이션층(144)의 두께가 1000Å이 되도록 한다. 제 1 패시

베이션층(142)과 제 2  패시베이션층(144)은 실리콘 질화막 또는 실리콘 산화막으로 이루어지며, 동일한 물질로

형성하는 것이 공정의 단순화면에서 더 바람직하다.

이와  같이  커패시터를  이루는  상부  전극과  투명전극  사이의  패시베이션층을  2개의  층으로  나누어서  형성할[0035]

경우, 하나의 패시베이션층의 두께가 두꺼워짐에 따라 발생되기 쉬운 돌기성 이물의 생성을 방지할 수 있다. 

돌기성 이물의 생성을 방지함에 따라, 상부 전극과 투명전극 간의 쇼트가 방지되고, 두 전극 간의 거리가 일정[0036]

하게 유지된다. 그 결과, 상부 전극과 투명전극에 따른 커패시턴스 용량이 일정하게 유지되고, 휘점 또는 암점

현상이 감소하여 유기전계발광 표시장치의 신뢰성 및 수율을 향상시킬 수 있다. 

한편, 구동용 트랜지스터(Tr_D) 상의 제 1 패시베이션층(142)과 제 2 패시베이션층(144)에는 제 1 콘택홀(172)[0037]

이 형성되고, 제 1 커패시터(Cst1) 상의 제 1 패시베이션층(142)과 제 2 패시베이션층(144)에는 제 2 콘택홀

(174)이 형성되고, 제 2 커패시터(Cst2) 상의 제 1 패시베이션층(142)과 제 2 패시베이션층(144)에는 제 3 콘택

홀(176)이 형성된다. 

제 1 콘택홀(172)을 통해 제 1 투명전극(152)과 드레인 전극(132)이 전기적으로 접속되며, 제 2 콘택홀(174)을[0038]

통해 제 2  투명전극(154)과 제 1 하부전극이 전기적으로 접속되고, 제 3 콘택홀(176)을 통해 제 3 투명전극

(156)과 제 2 하부전극이 전기적으로 접속된다.

제 3 패시베이션층(146)은 구동용 트랜지스터(Tr_D), 제 1 커패시터(Cst1) 및 제 2 커패시터(Cst2) 위에 형성되[0039]

어 이들을 보호한다. 이때, 제 3 패시베이션층(146)에는 제 1 투명전극(152)이 노출되도록 제 4 콘택홀(178)이

형성되어 있다.

제 3 패시베이션층(146) 상에 형성된 콘택 전극(182)은 제 4 콘택홀(178)을 통해 제 1 투명전극(152)과 접촉된[0040]

드레인 전극(132)에 접속되어 구동용 트랜지스터(Tr_D)를 발광소자와 전기적으로 접속시킨다.

발광소자(OLED)는 상부 기판(200)에 형성되며,  제 3  노드(N3)에 접속된 캐소드 전극(236)과,  제 1  구동전원[0041]

(VDD)  라인에 접속된 애노드 전극(232)과, 캐소드 전극(236)과 애노드 전극(232) 사이에 형성된 유기 발광층

(234)을 포함한다. 발광소자(OLED)는 구동용 트랜지스터(Tr_D)와 캐소스 전극(236)을 전기적 연결시킴과 동시에

대향한 하부/상부 기판들(100/200) 간에 일정한 간격을 유지시키기 위한 스페이서(242)와, 애노드 전극(232)과

캐소드 전극(236) 간의 쇼트를 방지하는 뱅크 절연막(231)을 더 포함할 수 있다.

애노드 전극(232)은 판형으로 상부 기판(200)에 투명 도전층으로 형성된다. 유기 발광층(134)은 애노드 전극[0042]

(132)과 캐소드 전극(136)에서 각기 주입된 정공과 전자가 결합하여 형성된 액시톤이 기저상태로 떨어지면서 빛

이 발광되는 층으로, 격벽(244)에 의해 화소 단위로 분리되며, 화소 단위로 적, 녹, 청색광을 방출한다.  캐소

드 전극(236)은 유기 발광층(234) 상에 투명 도전 물질 또는 불투명 도전 물질을 이용하여 적어도 1층 구조로

형성되거나 이들의 조합으로 다층 구조로 형성된다.  이와 같이 형성된 발광소자(OLED)는 구동용 트랜지스터

(Tr_D)로부터의 구동전류에 의해 발광한다. 

이하, 도 4a 내지 도 4j를 참조하여 도 3에 도시된 유기전계발광 표시장치의 제조방법을 설명하기로 한다.[0043]

도 4a를 참조하면, 구동용 트랜지스터(Tr_D) 영역, 제 1 커패시터(Cst1) 영역, 제 2 커패시터(Cst2) 영역으로[0044]

정의된 하부 기판(200) 상에 제 1 금속 패턴군(110)을 형성한다.
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제 1 금속 패턴군(110)은 구동용 트랜지스터(Tr_D) 영역의 하부 기판(200) 상에 형성되는 게이트 전극(112)과,[0045]

제 1 커패시터(Cst1) 영역의 하부 기판(200) 상에 형성되는 제 1 하부 전극(114) 및 제 2 커패시터(Cst2) 영역

의 하부 기판(200) 상에 형성되는 데 2 하부 전극(116)을 포함한다. 제 1 금속 패턴군(110)은 하부 기판(200)

위에 제 1 금속층이 스퍼터링 등의 증착 방법으로 형성된 다음 포토리소그래피 공정과 식각 공정으로 패터닝됨

으로써 형성된다.  제 1 금속층으로는 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 크롬(Cr) 등과 이들

의 합금이 단일층 또는 복층 구조로 이용된다.  구동용 트랜지스터(Tr_D) 영역의 게이트 전극(112)과 제 1 커패

시터(Cst1) 영역의 제 1 하부 전극(114)은 서로 연결되어 있다. 

도 4b를 참조하면,  제 1  금속 패턴군(110)이 형성된 하부 기판(200)  상에 PECVD(Plasma  Enhanced  Chemical[0046]

Vapor Deposition) 등의 증착 방법으로 게이트 절연막(122)을 형성한다. 게이트 절연막(122)으로는 실리콘 질화

막(SiNx), 실리콘 산화막(SiOx) 등의 무기 절연물이 이용된다. 

도 4c를 참조하면, PECVD 등의 증착 방법으로 반도체층(미도시)과 불순물 반도체층(미도시)을 증착하고 포토리[0047]

소그래피 공정과 식각 공정으로 구동용 트랜지스터(Tr_D) 영역의 게이트 절연막(122) 위에 활성층(124)을 형성

한다.  반도체층은 비정질 실리콘층(a-Si)이,  불순물 반도체층으로는 n+이온이 도핑된 비정질 실리콘층(n+  a-

Si)이 적층된 구조로 이용된다.  

도 4d를 참조하면, 활성층(124)이 형성된 게이트 절연막(122) 상에 제 2 금속 패턴군(130)을 형성한다.[0048]

제 2 금속 패턴군(130)은 소스 전극(131), 드레인 전극(132), 제 1 상부 전극(134) 및 제 2 상부 전극(136)을[0049]

포함한다. 소스 전극(131) 및 드레인 전극(132)은 구동용 트랜지스터(Tr-D) 영역의 활성층(124) 위에 형성되고,

제 1 상부 전극(134)은 제 1 커패시터(Cst1) 영역의 게이트 절연막(122) 위에 형성되며, 제 2 상부 전극(136)은

제 2 커패시터(Cst2) 영역의 게이트 절연막(122) 위에 형성된다.  제 2 금속 패턴군(130)은 제 2 금속층이 스퍼

터링 등의 증착 방법으로 형성된 다음 포토리소그래피 공정과 식각 공정으로 패터닝됨으로써 형성된다.  제 2

금속층으로는 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 크롬(Cr) 등과 이들의 합금이 단일층 또는

복층 구조로 이용된다.

도 4e를 참조하면, 제 2 금속 패턴군이 형성된 게이트 절연막(122) 전면에 제 1 패시베이션층(142)이 형성된다. [0050]

제 1 패시베이션층(142)은 실리콘 질화막(SiNx)  또는 실리콘 산화막(SiOx)  등의 무기 절연물이 CVD(Chemical[0051]

Vapor  Deposition)  등의  증착  방법으로  증착된  다음  세정  공정을  거쳐  형성된다.  세정  공정으로는  브러쉬

(Brush)를 사용하는 기계적(mechanical) 세정, M/S(Mega Sonic) 세정 또는 HPMJ(high pressure micro jet) 세

정 등이 수행된다. 이때, 불순물(미네랄, 이온 등이 거의 없음)이 제거된 초순수물인 DI(Deionizer) water가 이

용되며, 세정 공정을 통해 제 1 패시베이션층(142)에 발생되는 돌기성 이물을 제거할 수 있다.

도 4f를 참조하면, 제 1 패시베이션층(142) 전면에 제 2 패시베이션층(144)이 형성된다.[0052]

제 2 패시베이션층(144)은 실리콘 질화막(SiNx)  또는 실리콘 산화막(SiOx)  등의 무기 절연물이 CVD(Chemical[0053]

Vapor  Deposition)  등의  증착  방법으로  증착된  다음  세정  공정을  거쳐  형성된다.  세정  공정으로는  브러쉬

(Brush)를 사용하는 기계적(mechanical) 세정, M/S(Mega Sonic) 세정 또는 HPMJ(high pressure micro jet) 세

정 등이 수행된다. 이때, 불순물(미네랄, 이온 등이 거의 없음)이 제거된 초순수물인 DI(Deionizer) water가 이

용되며, 세정 공정을 통해 제 2 패시베이션층(144)에 발생되는 돌기성 이물을 제거할 수 있다. 특히 단차가 많

은 제 1 커패시터(Cst1) 영역과 제 2 커패시터(Cst2) 영역 상에 형성된 제 1 및 제 2 패시베이션층(142, 144)에

발생되는 돌기성 이물을 완전히 제거할 수 있다.

제 1 및 제 2 패시베이션층(142, 144)의 두께는 동일하며, 하나의 패시베이션층의 두께는 제 1 및 제 2 커패시[0054]

터(Cst1, Cst2) 영역 상에 형성되는 상부 전극과 투명전극 간의 거리의 1/2로 형성함이 바람직하다. 예를 들어,

상부 전극과 투명전극 간의 거리가 2000Å인 경우 1 패시베이션층(142)의 두께가 1000Å이고, 제 2 패시베이션

층(144)의 두께가 1000Å이 되도록 형성한다. 

도 4g를 참조하면, 제 1 및 제 2 패시베이션층(142, 144)이 포토리소그래피 공정 및 식각 공정으로 패터닝됨으[0055]

로써 제 1 콘택홀(172), 제 2 콘택홀(174) 및 제 3 콘택홀(176)이 형성된다.

제 1 콘택홀(172)은 구동용 트랜지스터 영역의  드레인 전극(132)의 일부를 노출시키도록 형성된다. 제 2 콘택[0056]

홀(174)은  게이트  절연막(122)을  관통하여  제  1  커패시터  영역의  제  1  하부  전극(114)을  노출시키도록

형성된다. 제 3 콘택홀(176)은 게이트 절연막(122)을 관통하여 제 2 커패시터 영역의 제 2 하부 전극(116)을 노

출시키도록 형성된다.
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도 4h를 참조하면,  제 2 패시베이션(144) 상에 투명 도전층이 스퍼터링 등의 증착 방법으로 형성된 다음 포토[0057]

리소그래피 공정 및 식각 공정으로 패터닝됨으로써 투명전극 패턴군이 형성된다.

투명전극 패턴군은 구동용 트랜지스터(Tr_D) 영역 상의 제 1 투명 전극(152)과, 제 1 커패시터(Cst1) 영역 상의[0058]

제 2 투명 전극(154) 및 제 2 커패시터(Cst2) 영역 상의 제 3 투명 전극(156)을 포함한다.  제 1 투명 전극

(152)은 제 1 콘택홀(172)을 통해 노출된 드레인 전극(132)과 전기적으로 접속된다. 제 2 투명 전극(154)은 제

2 콘택홀(174)을 통해 노출된 제 1 하부 전극(114)과 전기적으로 접속되고, 제 3 투명 전극(156)은 제 3 콘택홀

(176)을 통해 노출된 제 2 하부 전극(116)과 전기적으로 접속된다.

일반적으로 커패시터 영역 상에 투명전극을 형성할 때 투명전극 하부의 패시베이션층에 형성되는 돌기성 이물에[0059]

의하여 커패시터 영역의 투명전극과 상부전극 간 쇼트가 발생되거나 두 전극 간의 거리를 증가시킨다.  그러나,

본 발명은 제 2 및 제 3 투명전극들(154, 156) 하부의 패시베이션층을 2개의 층, 즉 제 1 패시베이션층(142)과

제 2 패시베이션층(144)으로 2 번의 증착 및 세정공정을 거쳐 나누어 형성함으로써, 돌기성 이물을 완전히 제거

한다. 

이와 같이 돌기성 이물의 제거에 의하여 본 발명은 단차가 큰 제 1 커패시터(Cst1) 영역의 제 1 상부 전극(13[0060]

4)과 제 2 투명전극(154)간 쇼트를 방지할 수 있고, 두 전극 간의 거리를 일정하게 유지시킬 수 있다. 또한, 제

2 커패시터(Cst2) 영역의 제 2 상부 전극(136)과 제 3 투명전극(156)간 쇼트를 방지할 수 있고, 두 전극 간의

거리를 일정하게 유지시킬 수 있다. 이에 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치는 커패시터 영역에서의 커패시

턴스를 일정하게 유지할 뿐만 아니라 커패시터 영역에서 발생하기 쉬운 휘점 또는 암점 현상의 발생을 방지하여

표시장치의 신뢰성 및 수율을 향상시킬 수 있다.

도 4i를 참조하면, 투명전극 패턴군을 포함하는 제 2 패시베이션층(144) 상에 제 1 투명전극(152)이 노출되도록[0061]

형성된 제 4 콘택홀(178)을 포함하는 제 3 패시베이션층(146)을 형성한다.

도 4j를 참조하면, 제 4 콘택홀(178)을 통해 제 1 투명전극(152)과 전기적으로 접속되도록 제 3 패시베이션층[0062]

(146) 상에 콘택 전극(182)이 형성된다. 콘택 전극(182)으로는 몰리브덴(Mo)이 이용된다.

이러한 단계를 통해 하판 구조가 완성되며, 도 5a 및 5b에 나타나는 바와 같이 커패시터 영역에 돌기성 이물이[0063]

전혀 발생되지 않음을 알 수 있다. 이렇듯, 본 발명은 커패시터 영역에 발생되기 쉬운 돌기성 이물의 생성을 방

지함으로써, 커패시턴스의 용량을 일정하게 유지시킬 수 있다. 또한, 커패시터를 이루는 전극 간의 쇼트를 방지

할 수 있다. 그 결과, 본 발명은 휘점 및 암정을 방지하여 유기전계발광 표시장치의 신뢰성 및 수율을 향상시킬

수 있다.

이와 같이 제조된 하판 구조는 애노드 전극, 유기 발광층, 캐소드 전극 등이 형성된 상판 구조와 전기적으로 접[0064]

속되도록 합착됨으로써 유기전계발광 표시장치가 완성된다. 

이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시 예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을[0065]

벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서

종래의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1a 및 도 1b는 종래의 유기전계발광 표시장치의 커패시터 상에 발생된 돌기성 이물을 나타내는 샘사진이다. [0066]

도 2는 본 발명에 유기전계발광 표시장치의 서브 화소(PXL)의 회로구성을 나타낸 등가회로도이다.[0067]

도 3은 도 2 에 도시된 유기전계발광 표시장치의 B를 도시한 단면도이다.[0068]

도 4a 내지 도 4j는 도 3에 도시된 유기전계발광 표시장치의 하판 구조의 제조방법을 나타내는 단면도이다.[0069]

도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른 유기전계발광 표시장치의 평면과 단면을 나타내는 샘사진이다.[0070]

<<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>>[0071]

100: 하부 기판 112: 게이트 전극[0072]

114: 제 1 하부 전극 116: 제 2 하부 전극[0073]
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122: 게이트 절연막 131: 소스 전극[0074]

132: 드레인 전극 134: 제 1 상부 전극[0075]

136: 제 2 상부 전극 142: 제 1 패시베이션층[0076]

144: 제 2 패시베이션층 146: 제 3 패시베이션층[0077]

152: 제 1 투명전극 154: 제 2 투명전극[0078]

156: 제 3 투명전극 172: 제 1 콘택홀[0079]

174: 제 2 콘택홀 176: 제 3 콘택홀[0080]

178: 제 4 콘택홀 182: 콘택 전극[0081]

도면

    도면1

    도면1b
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专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 KR1020100093677A 公开(公告)日 2010-08-26

申请号 KR1020090012723 申请日 2009-02-17

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 LEE JUN HO
이준호
YANG MI YOUN
양미연
KIM HYUNG CHUL
김형철

发明人 이준호
양미연
김형철

IPC分类号 H05B33/22 H05B33/10 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/5237 H01L21/28556 H01L51/442

代理人(译) 金勇
年轻的小公园

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及有机电致发光显示装置及其制造方法，提高了可靠性，防止
了亮点和暗点故障。并且，根据本发明的有机电致发光显示装置的制造
方法包括在下板上形成第一金属图案组的步骤，该第一金属图案组被定
义为用于驱动的​​晶体管区域，以及第一电容器区域和第二电容器区域，
步骤在第一金属图案组上形成第二金属图案组，在该间隔中放置栅极绝
缘层，在第二金属图案组上形成第一钝化层的步骤，在第一钝化层上形
成第二钝化层的步骤，在第二钝化层上形成透明电极图案组的步骤和在
形成有透明电极图案组的第二钝化层上形成第三钝化层的步骤。 AM有机
电致发光，钝化层，暗点，亮点，电容器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/950e4aba-7fe4-439d-a1f5-1d9b6942fc9c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042757956/publication/KR20100093677A?q=KR20100093677A

